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【はじめに】MEMS 慣性センサの高感度化を目的として，我々は高密度の錘[1]を用いた集積化

CMOS-MEMS加速度センサ（Fig. 1）を検討している。今回，積層メタル構造のMEMSデバイス

に発生するコモンモード・ノイズを除去するため，錘と固定電極の間の静電容量変化（Fig. 1の Z

軸方向）を差動検出可能な構造を設計・試作したので報告する。 

【デバイス構造・試作】積層メタル MEMS加速度センサについて，錘の上部にも固定電極を設け

ることで，Z 軸方向の静電容量変化を差動検出可能な構造を提案した。錘と上下の固定電極は複

数のメタル層を用いて構成し，各メタル層の厚みを調整することで，錘と各固定電極間の距離を

調整可能である。今回，シリコン基板上に Post-CMOSプロセス[2]の電解金めっきを用いて，提案

する積層メタル構造を試作した。 

【デバイス試作結果】試作した MEMSデバイスの SEM（scanning electron microscope）写真を Fig. 

2に示す。計 6層の Au層を用いて，下部固定電極，錘，上部固定電極を作製した。 

【結論】Z 軸の静電容量変化を差動検出可能な積層メタル構造を提案し，デバイスを試作した。

試作結果より，本提案構造を用いることで，差動検出構造を有する積層メタルMEMS加速度セン

サの実現見通しを得た。 

[1] D. Yamane et al., Appl. Phys. Lett., 104, 074102 (2014), [2] K. Machida et al., IEEE Trans. Electron 

Devices, 48, 2273 (2001). 

 

 

 

 

Fig. 1. Schematic of integrated CMOS-MEMS 

accelerometer. 

 

 

Fig. 2. SEM image of the fabricated MEMS 
device with differential sensing structures. 
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